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第一章   

光电探测器原理与特性测试实验 

 

实验一  光敏电阻特性测试实验 

一、实验目的 

（1）学习掌握光敏电阻的工作原理。 

（2）学习掌握光敏电阻的基本特性。 

（3）掌握光敏电阻特性测试的方法。 

二、实验仪器 

光电子课程综合实训平台、光通路组件、光敏电阻及封装组件、迭插头连接线、示波器。 

三、实验原理 

（一）光敏电阻的结构与工作原理 

光敏电阻是利用具有光电导效应的半导体材料制成的光敏传感器，又称为光导管，它是

一种均质的半导体光电器件，其结构如图 1.1.1（a）所示，在玻璃底板上均匀地涂上一层薄薄

的半导体物质，称为光导层。为了防止周围介质的影响，在半导体光敏层上覆盖了一层漆膜，

漆膜的成分应使它在光敏层最敏感的波长范围内透射率达到最大。图 1.1.1（b）显示的是光敏

电阻的梳状电极结构，由于在间距很近的电阻之间有可能采用大的灵敏面积，同时减少极间

电子渡越时间，提高灵敏度。半导体的两端装有金属电极，金属电极与引出线端相连接，光

敏电阻通过引出线端接入电路，图 1.1.1（c）是常见的光敏电阻接线图。光敏电阻没有极性，

纯粹是一个电阻器件，使用时既可加直流电压，也可以加交流电压。无光照时，光敏电阻阻

值（暗电阻）很大，电路中电流（暗电流）很小。 

光照射到光敏电阻光敏面时，会产生光电效应，激发出一定数量的非平衡电子和空穴，

使光敏电阻电导率改变： 
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n pn e p es m mD = D 鬃 + D 鬃                                     （1.1.1） 

                     

（a）光敏电阻结构          （b）光敏电阻电极       （c）光敏电阻接线图 

图 1.1.1  光敏电阻的结构、电极与连接图 

式中，e为电荷电量； n 为电子浓度的改变量； p 为空穴浓度的改变量；µ表示迁移率，当

光敏电阻两端加上电压 U后，增加的电流（即光电流）为： 

p

A
I U

d
                                                （1.1.2） 

式中，A 为与电流垂直的表面；d 为电极间的间距。在一定的光照度下，  为恒定的值，因

而光电流和电压成线性关系。 

当光敏电阻受到一定波长范围的光照时，它的阻值（亮电阻）急剧减小，电路中电流迅

速增大。一般希望暗电阻越大越好，而亮电阻越小越好，此时光敏电阻的灵敏度就高。实际上光

敏电阻的暗电阻阻值一般在兆欧量级，亮电阻阻值在千欧甚至更小。光敏电阻的主要参数有： 

（1）光敏电阻在不受光照射时的阻值称为暗电阻，此时流过光敏电阻的电流称为暗电流。         

（2）光敏电阻在受光照射时的电阻称为亮电阻，此时流过光敏电阻的电流称为亮电流。 

（3）亮电流与暗电流之差称为光电流。   

（二）光敏电阻的基本特性　 

在一定照度下，流过光敏电阻的电流与光敏电阻两端的电压之间的关系称为光敏电阻的

伏安特性。光敏电阻在一定的电压范围内，其 I—U 曲线为直线，如图 1.1.2（a）所示。照度

一定时，所加的电压越高，光电流越大；在给定的电压下，光电流的数值将随光照的增强而

增大。在设计光敏电阻变换电路时，应使光敏电阻的工作电压或电流控制在额定功耗线之内。 

光敏电阻的光照特性是描述光电流 Ip 和光照强度之间的关系，不同材料的光照特性是不

同的，绝大多数光敏电阻的光照特性是非线性的，如图 1.1.2（b）所示。 
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（a）伏安特性                             （b）光照特性 

图 1.1.2  光敏电阻的伏安特性与光照特性 

光敏电阻对入射光的光谱具有选择作用，即光敏电阻对不同波长的入射光有不同的灵敏

度。光敏电阻的相对灵敏度与入射波长之间的关系称为光敏电阻的光谱特性，亦称为光谱响

应。图 1.1.3（a）为几种不同材料光敏电阻的光谱特性，对于不同波长，光敏电阻的灵敏度是

不同的，而且不同材料的光敏电阻的光谱响应曲线也不同。 

实验证明，光敏电阻的光电流不能随着光强的改变而立刻变化，即光敏电阻产生的光电

流有一定的惰性，这种惰性通常用时间常数表示。大多数光敏电阻的时间常数都较大，这是

它的缺点之一。不同材料的光敏电阻具有不同的时间常数（毫秒数量级），因而它们的频率特

性也就各不相同，如图 1.1.3（b）所示。 

          

（a）光谱特性                              （b）频率特性                   

图 1.1.3  光敏电阻的光谱特性与频率特性 

（三）基准探测器的光谱响应度 

当不同波长的入射光照到光敏电阻上时，光敏电阻会有不同的灵敏度。本实验使用的仪

器采用高亮度发光二极管（白、红、橙、黄、绿、蓝、紫）作为光源，可产生 400～630 nm离散

光谱。 

光谱响应度是光电探测器对单色入射辐射的响应能力，定义为在波长 λ 的单位入射功率

的光照射下，光电探测器输出的电压信号或电流信号为 

( )
( )

( )

V
u

P




 或
( )

( )
( )

I
i

P




                                   （1.1.3） 

式中， ( )P l 为波长为 λ时的入射光功率； ( )V l 为光电探测器在入射光功率 ( )P l 作用下的输出

电压信号； ( )I l 则为输出用电流表示的输出电流信号。 

本实验所采用的方法是基准探测器法，在相同光功率的辐射下，有 

f

( )
( ) ( )

I K
i f

U

                                          （1.1.4） 

式中， fU 为基准探测器显示的电压值；K为基准电压的放大倍数； ( )f  为基准探测器的响应
度。在测试过程中， fU 取相同值，则实验所测试的响应度大小由 ( ) ( ) ( )i I f   的大小确定，



- 4 - 

图 1.1.4所示为基准探测器的光谱响应曲线。 

 

 

 

图 1.1.4  基准探测器的光谱响应曲线 

四、实验内容及步骤 

（一）光敏电阻暗电阻、暗电流测试 

（1）将光敏电阻完全置入黑暗环境中，用万用表测试光敏电阻引脚输出端，即可得到光

敏电阻的暗电阻 R
暗。 

（2）组装好光通路组件，将 0～15 V 电源调至 12 V（注意：在下面的实验操作中请不要

动电源调节电位器，以保证直流电源输出电压不变）。 

（3）按照图 1.1.5连接电路，负载 RL选为 10 MΩ，电压表置于 200 mV档。 

（4）打开实验平台电源，光源驱动电源应处于关闭状态，将光电器件置于黑暗环境中

30 min 以上，等电压表读数稳定后测得负载电阻 RL 上的压降V暗，则暗电流 L/I V R
暗 暗 。所

得的电流即偏置电压为 12 V的暗电流。 

（5）将直流电源电位器调至最小，关闭实验平台电源，拆除所有连线。 

 

图 1.1.5  光敏电阻暗电流测试电路图 

（二）光敏电阻亮电阻、亮电流、光电流测试 

（1）组装好光通路组件，用彩排数据线将光源与光源驱动及信号处理模块上接口相连，

光源模式 S2应处于“静态”，用迭插头连接线将照度计探头与照度计相连（注意极性），照度

计置于 2 klx挡，电压表置于 20 V档，电流表置于 200 μA档。 



- 5 - 

（2）打开实验平台电源及光源驱动电源，缓慢调节光照度调节电位器，直到光照为 300 lx

时，使用万用表的电阻挡测试光敏电阻阻值，即可得到光敏电阻的亮电阻 R
亮。关闭光源驱动

电源及实验平台电源。 

（3）将 0～15 V 电源调至 12 V（注意：在下面的实验操作中请不要动电源调节电位器，

以保证直流电源输出电压不变）。 

（4）按照图 1.1.6连接电路，E为 12 V直流电源，RL取 5.1 kΩ。 

（5）打开实验平台电源及光源驱动电源，记录此时电流表的读数，即为光敏电阻在 300 lx

的亮电流 I
亮。 

 

图 1.1.6  光敏电阻光电流测试电路图 

（6）亮电流与暗电流之差即为光电流， I I I 光 亮 暗，光电流越大，灵敏度越高。 

（7）将光照度调至最小，直流电源调至最小，关闭光源驱动电源及实验平台电源，拆除

所有连线。 

（三）光敏电阻光照特性测试 

（1）组装好光通路组件，用彩排数据线将光源与光源驱动及信号处理模块上接口相连，

光源模式 S2应处于“静态”，用迭插头线将照度计探头与照度计相连（注意极性），照度计置

于 2 klx挡，电压表置于 20 V挡，电流表置于 2 mA挡。 

（2）按照图 1.1.6连接电路，E选择 0～15 V直流电源，RL取 100 Ω。 

（3）打开实验平台电源，使电压表读数显示为 8 V，打开光源驱动电源并调节光照度电位

器，依次测试出如表 1.1.1所列照度的光电流并填入表中。 

表 1.1.1  光敏电阻光照特性测试数据列表 

光照度/lx 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

光电流 I/mA          

亮电阻（U/I）          

（4）将光照度调至最小，直流电源调至最小，关闭光源驱动电源及实验平台电源，拆除

所有连线。 

（5）根据测试所得到数据，在图 1.1.7坐标图中画出光敏电阻的光照特性曲线。 

（四）光敏电阻伏安特性测试 

（1）组装好光通路组件，用彩排数据线将光源与光源驱动及信号处理模块上接口相连，

光源模式 S2应处于“静态”，用迭插头线将照度计探头与照度计相连（注意极性），照度计置
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于 2 klx档，电压表置于 20 V挡，电流表置于 2 mA挡。 

（2）按照图 1.1.6连接电路，E选择 0～15 V直流电压并调至最小，RL取 510 Ω。 

（3）打开实验平台电源及光源驱动电源并将光照度设置为 200 lx 不变，调节电源电压，

分别测得当电压表读数如表 1.1.2所示电压时的光电流并填入表中。 

 

图 1.1.7  光敏电阻光照特性坐标图 

（4）改变光源的光照度为 400 lx，重复上述步骤，完成测量并填入表 1.1.2中。 

表 1.1.2  光敏电阻伏安特性测试数据列表 

光照度/lx 
偏压/V 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

200            

400            

（5）将光照度调至最小，直流电源调至最小，关闭光源驱动电源及实验平台电源，拆除

所有连线。 

（6）根据表中所测得的数据，在图 1.1.8坐标图中画出光敏电阻的 U-I曲线，并进行比较

分析。 

 

图 1.1.8  光敏电阻伏安特性坐标图 

（五）光敏电阻光谱特性测试  
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（1）组装好光通路组件，用彩排数据线将光源与光源驱动及信号处理模块上接口相连，

光源模式 S2应处于“静态”，用迭插头线将照度计探头与照度计相连（注意极性），照度计置

于 200 lx档，电压表置于 20 V挡，电流表置于 2 mA挡。 

（2）按照图 1.1.6连接电路，E选择 0～15 V直流电源，RL取 510 Ω。 

（3）打开实验平台电源及光源驱动电源，缓慢调节光照度调节电位器到最大，缓慢调节

直流电源直至电压表显示为 8 V。通过左切换或右切换开关，将光源输出切换成不同颜色，记

录照度计所测数据，找出最小光照度值，计为 Emin。依次调节红光、橙光、黄光、绿光、蓝

光、紫光使照度计读数为 Emin，记录下此时通过光敏电阻的电流，填入表 1.1.3中。 

表 1.1.3  光敏电阻光谱特性测试数据列表 

波长/nm 红（630） 橙（605） 黄（585） 绿（520） 蓝（460） 紫（400） 

基准响应度 0.65 0.61 0.56 0.42 0.25 0.06 

电流 I/mA       

电导       

相对响应度       

（4）将光照度调至最小，直流电源调至最小，关闭光源驱动电源及实验平台电源，拆除

所有连线。 

（5）根据表中数据在如图 1.1.9所示的坐标图中画出光敏电阻的光谱特性曲线。 

 

图 1.1.9  光敏电阻光谱特性坐标图 

（六）光敏电阻时间特性测试 

（1）组装好光通路组件，用彩排数据线将光源与光源驱动及信号处理模块上接口相连，

光源模式 S2应处于“脉冲”，用迭插头线将照度计探头与照度计相连（注意极性），信号源方

波输出接口通过 BNC线接到方波输入。正弦波输入和方波输入内部是并联的，可以用示波器

通过正弦波输入口测量方波信号。照度计置于 2 klx挡。 

（2）按照图 1.1.10连接电路，RL取 10 kΩ，示波器的测试点应为光敏电阻两端。 

（3）打开实验平台电源及光源驱动电源，白光对应的发光二极管亮，其余的发光二极管

不亮。观察示波器两个通道信号的变化，并做实验记录（描绘出两个通道的 U-t 曲线）。缓慢
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调节输入脉冲的信号频率及宽度，观察示波器两个通道信号的变化，并作实验记录（描绘出

两个通道的 U-t曲线）。 

（4）关闭光源驱动电源及实验平台电源，拆除所有连线。 

 

图 1.1.10  光敏电阻时间特性测试电路图 

五、注意事项 

（1）实验之前，请仔细阅读光电综合实训平台说明，弄清实训平台各部分的功能及按键

开关的用处。 

（2）当电压表和电流表显示为“1＿”时说明超过量程，应更换为合适量程。 

（3）实验结束前，将所有电压源和光源驱动电源的输出调到最小。 

（4）连线之前保证电源关闭，关闭电源之后再拆除连线。 

六、思考题 

（1）观察实验现象是否和实验原理所描述的结果一致。 

（2）在强辐射与弱辐射下，光敏电阻的时间响应为什么会有差异？ 

实验二  硅光电池特性测试实验 

一、实验目的 

（1）学习掌握硅光电池的工作原理。 

（2）学习掌握硅光电池的基本特性。 

（3）掌握硅光电池基本特性测试方法。  

二、实验仪器 

光电子课程综合实训平台、光通路组件、硅光电池及封装组件、迭插头连接线、示波器。  

三、实验原理 
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（一）硅光电池的基本结构及工作原理 

硅光电池的结构示意图如图 1.2.1 所示，在 N型硅片上扩散一层极薄的 P型层，形成 PN

结，再在该硅片的上下两面各制一个电极（其中光照面的电极成“梳状”，并在整个光照面镀

上增透膜，利于光的入射），这样就构成了硅光电池。 

 

图 1.2.1  硅光电池的结构示意图 

硅光电池是一种不需要外接电源就可以自动将光能转变为电能的器件，当 P 型和 N 型半

导体材料结合时，由于 P型材料空穴多电子少，而 N型材料电子多空穴少，结果 P型材料中

的空穴向 N 型材料这边扩散，N 型材料中的电子向 P 型材料这边扩散，扩散的结果使得结合

区两侧的 P 型区出现负电荷，N 型区带正电荷，形成一个势垒，由此而产生的内电场将阻止

扩散运动的继续进行。当两者达到平衡时，在 PN结两侧会形成一个耗尽区。耗尽区的特点是

无自由载流子，呈现高阻抗。耗尽区和内电场示意图如图 1.2.2所示。 

 

图 1.2.2  硅光电池耗尽区和内电场示意图 

当有光照时，入射光子将把处于价带中的电子激发到导带，激发出的电子空穴对在内电

场作用下分别漂移到 N型区和 P型区，空穴向 P区迁移，使 P区带正电，电子向 N区迁移，

使 N 区带负电，因此在 PN 结上产生电动势。如果在硅光电池两端连接电阻，回路内就形成

电流，这是硅光电池发生光电转换的原理。 

当在 PN结两端加负载时就会有光生电流流过负载。流过 PN结两端的电流可由式（1.2.1）

确定： 

S P( 1)
eV

kTI I e I                                             （1.2.1） 

式（1.2.1）中， SI 为饱和电流；V为 PN结两端电压；T为绝对温度； PI 为产生的光电流。 

从式中可以看到，当硅光电池短路时，电池处于零偏时，V=0，流过 PN结的电流 Isc=Ip，

称为短路电流，产生的光电流 Ip与输入光照度 E有以下线性关系： 

pI R E                                                   （1.2.2） 
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式（1.2.2）中，R为响应度，当硅光电池开路时，I=0，由（1.2.1）可知， 

p
oc

s

lnT

I
V V

I
                                               （1.2.3） 

式中，Voc是开路电压， /TV kT e 。 

（二）硅光电池的基本特性 

硅光电池输入光强度不变，负载在一定的范围内变化时，光电池的输出电压及电流随负

载电阻变化关系曲线称为硅光电池的伏安特性。其特性曲线如图 1.2.3（a）所示。 

硅光电池在不同光照度下，其短路电流和开路电压是不同的，它们与照度之间的关系就

是光照特性。图 1.2.3（b）所示即为硅光电池短路电流和开路电压与光照度的特性曲线。在不

同的偏压作用下，硅光电池的光照特性也有所不同。 

    

（a）硅光电池伏安特性                     （b）硅光电池光照特性 

图 1.2.3  硅光电池的伏安特性与光照特性 

在硅光电池两端加一个负载就会有电流流过，当负载很大时，电流较小而电压较大；当

负载很小时，电流较大而电压较小。实验时可通过改变负载电阻 RL的值来测定硅光电池的负

载特性。在线性测量中，光电池通常以电流形式使用，短路电流与光照度呈线性关系，是光

电池的重要特性，而实际使用时都接有负载电阻 RL，输出电流 I 随照度的增加而非线性缓慢

地增加，并且随负载 RL的增大线性范围也越来越小。因此，在要求输出的电流与光照度呈线

性关系时，负载电阻在条件许可的情况下越小越好，并限制在光照范围内使用。光电池负载

特性曲线如图 1.2.4（a）所示。 
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（a）硅光电池负载特性                      （b）硅光电池光谱特性 

图 1.2.4  硅光电池的负载特性与光谱特性 

一般硅光电池的光谱响应特性表示在入射光能量保持一定的条件下，硅光电池所产生的

光电流与入射光波长之间的关系，如图 1.2.4（b）所示。响应度随入射光波长的不同而变化，

对不同材料制作的光电池的响应度分别在短波长和长波长处存在一截止波长，在长波长处要

求入射光子的能量大于材料的能级间隙 Eg，以保证处于价带中的电子得到足够的能量被激发

到导带，硅光电池的长波截止波长为 λc=1.1 μm，在短波长处也由于材料有较大吸收系数而使

响应度很小。 

硅光电池在调制光照射时，相对灵敏度与调制频率的关系称为频率特性。减少负载电阻

能提高响应频率，但输出降低。一般来说，硅光电池的频率响应比光电二极管差。本实验采

用脉冲特性法测量硅光电池在脉冲光照射下的时间响应。 

四、实验内容及步骤 

（一）硅光电池短路电流特性测试 

（1）组装好光通路组件，用彩排数据线将光源与光源驱动及信号处理模块上接口相连，

光源模式 S2应处于“静态”，用迭插头线将照度计探头与照度计相连（注意极性），照度计置

于 2 klx挡，电流表置于 200 μA挡。 

（2）按照图 1.2.5连接电路。 

 

图 1.2.5  硅光电池短路电流测试电路图 

（3）打开实验平台电源及光源驱动电源，调节光照度调节旋钮，依次测试出如表 1.2.1所

列照度下的电流并填入表 1.2.1中。 

表 1.2.1  硅光电池短路电流测试数据列表 



- 12 - 

光照度/lx 0 100 200 300 400 500 600 700 800 

光生电流/μA          

（4）表 1.2.1中所测得的电流值即为硅光电池在相应光照度下的短路电流。 

（5）将光照度调至最小，关闭光源驱动电源及实验平台电源，拆除所有连线。 

（二）硅光电池开路电压特性测试 

（1）组装好光通路组件，用彩排数据线将光源与光源驱动及信号处理模块上接口相连，

光源模式 S2应处于“静态”，用迭插头线将照度计探头与照度计相连（注意极性），照度计置

于 2 klx挡，电压表置于 20 V挡。 

（2）按照图 1.2.6连接电路。 

（3）打开实验平台电源及光源驱动电源，依次测试出如表 1.2.2所列照度下的电压并填入

表中。 

 

图 1.2.6  硅光电池开路电压测试电路图 

表 1.2.2  硅光电池开路电压测试数据列表 

光照度/lx 0 100 200 300 400 500 600 700 800 

光生电压/mV          

（4）表 1.2.2中所测得的电压值即为硅光电池在相应光照度下的开路电压。 

（5）将光照度调至最小，关闭光源驱动电源及实验平台电源，拆除所有连线。 

（三）硅光电池光照特性 

根据实验（一）和（二）所测得的实验数据，在图 1.2.7坐标图中作出硅光电池的光照特

性曲线。 

 

图 1.2.7  硅光电池光照特性坐标图 
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（四）硅光电池伏安特性测试 

 

图 1.2.8  硅光电池伏安特性测试电路图 

（1）组装好光通路组件，用彩排数据线将光源与光源驱动及信号处理模块上接口相连，

光源模式 S2应处于“静态”，用迭插头线将照度计探头与照度计相连（注意极性），照度计置

于 2 klx挡，电压表置于 200 mV挡，电流表置于 2 mA挡。 

（2）按照图 1.2.8连接电路，RL取如表 1.2.3所列阻值。 

（3）打开实验平台电源及光源驱动电源并将光照度设置为 500 lx 不变。调节电阻，分别

测得当电阻为如表 1.2.3所示阻值时的电流和电压并填入表中。 

（4）依次改变光源的光照度为 300 lx、100 lx重复上述步骤，完成测量并填入表 1.2.3中。 

表 1.2.3  硅光电池伏安特性测试数据列表 

光照度 电阻/Ω 0 510 1k 2k 5.1k 10k 20k 51k 100k 200k 470k 

100 lx 
电流/mA            

电压/mV            

300 lx 
电流/mA            

电压/mV            

500 lx 
电流/mA            

电压/mV            

（5）将光照度调至最小，关闭光源驱动电源及实验平台电源，拆除所有连线。 

（6）根据表中所测得数据，在图 1.2.9坐标图中作出硅光电池 U-I曲线，并进行比较分析。 

 

图 1.2.9  硅光电池伏安特性坐标图 

（五）硅光电池负载特性测试 

（1）组装好光通路组件，用彩排数据线将光源与光源驱动及信号处理模块上接口相连，
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光源模式 S2应处于“静态”，用迭插头线将照度计探头与照度计相连（注意极性），照度计置

于 2 klx挡，电流表置于 200 μA挡。 

（2）按照图 1.2.8连接电路，RL取如表 1.2.4所列阻值。 

（3）打开实验平台电源以及光源驱动电源，调节光照度调节旋钮，依次测得当光照度读

数为如表 1.2.4所示的光照度时的电流并填入表中。 

（4）按照表 1.2.4依次改变电阻阻值，重复上述步骤，完成测量并填入表 1.2.4中。 

表 1.2.4硅光电池负载特性测试数据列表 

电阻 光照度/lx 0 100 200 300 400 500 600 

100 Ω 电流/μA        

510 Ω 电流/μA        

1 kΩ 电流/μA        

5.1 kΩ 电流/μA        

10 kΩ 电流/μA        

（5）将光照度调至最小，关闭光源驱动电源及实验平台电源，拆除所有连线。 

（6）根据表中所测得数据，在图 1.2.10 坐标图中作出硅光电池的负载特性曲线，并进行

比较分析。 

 

图 1.2.10  硅光电池负载特性坐标图 

（六）硅光电池光谱特性测试 

（1）组装好光通路组件，用彩排数据线将光源与光源驱动及信号处理模块上接口相连，

光源模式 S2应处于“静态”，用迭插头线将照度计探头与照度计相连（注意极性），照度计置

于 2 klx挡，电流表置于 200 μA挡。 

（2）按照图 1.2.5连接电路。 

（3）打开实验平台电源及光源驱动电源，缓慢调节光照度调节电位器到最大。通过左切

换或右切换开关，将光源输出切换成不同颜色，记录照度计所测数据，找出最小光照度值，

计为 Emin。依次调节红光、橙光、黄光、绿光、蓝光、紫光使照度计读数为 Emin 时，记录下

此时通过硅光电池的电流，填入表 1.2.5中。 

表 1.2.5  光谱特性测试数据列表 

波长/nm 红（630） 橙（605） 黄（585） 绿（520） 蓝（460） 紫（400） 

基准响应度 0.65 0.61 0.56 0.42 0.25 0.06 
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电流/mA             

相对响应度       

（4）将光照度调至最小，关闭光源驱动电源及实验平台电源，拆除所有连线。 

（5）根据表中数据在如图 1.2.11所示的坐标图中画出硅光电池的光谱特性曲线。 

 

图 1.2.11  硅光电池光谱特性坐标图 

（七）硅光电池时间响应特性测试 

（1）组装好光通路组件，用彩排数据线将光源与光源驱动及信号处理模块上接口相连，

光源模式 S2应处于“脉冲”，用迭插头线将照度计探头与照度计相连（注意极性），信号源方

波输出接口通过 BNC线接到方波输入。正弦波输入和方波输入内部是并联的，可以用示波器

通过正弦波输入口测量方波信号。照度计置于 2 klx挡。 

（2）按照图 1.2.12连接电路图，RL取 10 kΩ，示波器的测试点应负载电阻两端。 

 

图 1.2.12  硅光电池时间特性测试电路图 

（3）打开实验平台电源及光源驱动电源，白光对应的发光二极管亮，其余的发光二极管

不亮。观察示波器两个通道信号的变化，并作实验记录（描绘出两个通道的 U-t 曲线）。缓慢

调节输入脉冲的信号频率及宽度，观察示波器两个通道信号的变化，并作实验记录（描绘出

两个通道的 U-t曲线）。 

（4）关闭光源驱动电源及实验平台电源，拆除所有连线。 

五、注意事项 

（1）当电压表和电流表显示为“1＿”时说明超过量程，应更换为合适量程。 

（2）连线之前保证电源关闭。 


